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DLoooD, DLoo2D, DLOOSAD, DLo0OSD, DLO10D,
Dl. 000 D DLOo11D, DLO20D, DLO21D, DLO3OD

DLO30D e i o

Integrierte TTL-5chaltkreise der Low-Power-Schottky (LS)-Technologie

Typ Funktion Logische Funktion

DLooo D 4 NAND mit je 2 Eingangen
DLogz D 4 NOR mit je 2 Eingéingen
DLOO4D 6 Inverter

DLoos D 4 AND mit je 2 Eingéingen
DLo10D 3 NAND mit je 3 Eingéngen
DLON1ID 3 AND mit je 3 Eingéingen
DLo20D 2 NAND mit je 4 Eingangen
DLo21D 2 AND mit je 4 Eingangen
DLo30D 1 NAND mit je 8 Eingéngen
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Abmessungen in mm und Anschlulbelegung
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A, B - negierende Eingange A, B = negimrende Eingdnge A =negierende Eingdnge
¥ = Ausgénge ¥ = Ausgange ¥ - Ausgéinge
"M =Mosse M = Masse M = Mosse

Ly = Batriebsspannung

Uy = Betrisbsspannung

Us - Betriebsspannung



A, B - Eingdnge

¥ - Ausgfinge

M - Masse

Uy = Betriebssponnung

DLO20D

A. B, C. D = negierende Eingéinge

Y - Ausgonge
M - Mosse
Uy = Betriebsspannung

AnschluB 3 und 11 sind nicht belagt

DLO10D

A, B, C= negierende Eingange
¥ - Ausgange

M - Maosse

Us - Betriebsspannung
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A B, C D -Eingange

¥ = Ausgange
M = Massa
Us — Betrimbsspannung

AnschluB 3 und 11 sind nicht balegt

DLO11D

A, B, C= Eingdnge

Y — Ausgdnge
M = Massea
Uy = Betriebssponnung

A.B.CD
E F. 6. H — negierende Eingénge

Y - Ausglnge

M - Maosse

Us = Betriehsspannung
AnschluB 9, 10 und 13 sind nicht belegt




Gehduse:
Bauform:
Mosse:
Typstandard :

Internationaler Vergleichstyp:

14-poliges DIL-Plosigehtuse
21.2.1.2.14 naoch TGL 26713
la

TGL 398s5

DLOCOD =5N 741500

Belriebsbedingungen

Betriebsspannung Us
H-Ausgangsstrom —lan
L-Ausgangsstrom lew
Umgebungstemperatur L8
Grenzwerle, giltlg fir den Beviebstemperoturbaraich

Betrisbsspannung Us
Eingangsspannung fir Emittereingange U,
Statische Kennwerte (¢, = 0...+70°C. Us =5V)

H-Eingongsspannung Ui
L-Eingangsspannung U,
Eingangsclompingspannung B )
Us =475V, —I|, = 18 mA

H-Ausgongsspannung Uou

fir DLOOO D, DL 002D, DLO0D4 D,

DLOWD, DLo20D, DLO30D
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Up = 4,75V, Uu. =08Vv, —ltm = "N.HA
fGr DLOCA D, DLONM D, DLO21 D

Us = 4,75V, Uiy = 2V, —lgy = 400 uh

L-Ausgangsspannung

fir DLODOD, DLOG2D, DLOOAD, DLOWOD, DLO20D, DLO3a D

Uy =475V, Uy =2V lar = 8mA
logr = 4 mA

fir DLOO2 D, DLOWD, DLO21 D

Uy =475Y, Uy =038V loy = & mA
lor = 4 mA

FluBspannung der Eingangsdiode
Ug =475V, —I, = 1B mA

H-Eingongssirom
Usg =525V, U =27V
U;H = 7.“ 'U'

L-Eingangsstrom
Us =525V, Uy, =04V

AusgangskurzschluBisirem ¥)
Uy = 535 v

Siramaufnohme des Schollkreises bel H am Ausgong

Ui = 5..?5?. Ull. = D‘u"

Us = 523 vr ull. =0V, ul“ = ..5“

Stromaufnahme des Schalikreises bel L am Ausgang

Uy =525V, Uy =45V

Us =525V, Uy =435V, Uy =0Y¥
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Dynamische Kennwerte (7, = 25°C, Uy = 5V)

min. mak.

Verzdgerungszeit fir L—H e

Ubergong om Ausgang

fir DLOOOD, DLODAD, DLOOBD, DLOWO D, DLONT D,

DLo20D, DLO21 D, DLO30 D

C,.=15pF, R, = 2kf2 15
far DLOOZ D

€. =1pF, R, =2k 15

Verzbgerungszeit fir H — L LETTT

Ubergaong aom Ausgong

fir DLODODD, DLOO4A D, DLOWOD, DLO20D

Co=15pF, Ry =2k} 15
DLooaD. DLO1ID. DLO21 D, DLO3D D

C,=15pF R.=2kD2 20
DLO0Z D

C.=1pF R =2k 15

Bestellbezsichnung: Schaltkreis DLOOD D
Schaltungen der Gatter
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DLo21 D

DLO30OD

REEE elektronik
e export-import

Volkseigener Aullenhandelsbetriet der

VEB Halbleiterwerk Frankfurt/Oder e M
Lektbetriub im VEB Kembinat Mikrosiektronik ot der Eiattromdusirie. Teiclon: 2180

DDR 1200 Frankfurt (Oder) - Pestiach 279 - Telefon 460 - Telex 016252

i-18-148 LG j40-14-82




